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紫外�LED

KED373UMS1

特点

发光峰值波长λP = 373nm
表面�装用（SMD）封装

�用

光学仪器
光触媒光源
�光材料激发用光源
医�

型晶片材�

InGaN

封装

SMD
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最大�定值

�目 符号 �定值 �位 备考

反向电流 IR 100 mA -

正向电流 IF 30 mA Ta=25℃

峰值正向电流 IFP 0.2 A Pulse width=100�s
Duty ratio=0.1%

耗散功率 PD 120 mW Ta=25℃

工作温度 Topr -20 to +80 ℃ Avoid dew condensation

存�温度 Tstg -30 to +85 ℃ Avoid dew condensation

焊接温度 Tsol 260 ℃ Soldering time less than 5
seconds

电子和光学特性 (Ta=25℃ unless otherwise noted)

�目 符号 Min. Typ. Max. �位 备考

反向电� VR - - 3 V IR=20mA

正向电� VF - 3.6 4.5 V IF=20mA

光输出功率 PO - 3 - mW IF=20mA

发光波长 λp 370 373 380 nm IF=20mA

光�半�度 Δλ - 12 - nm IF=20mA

半�角 2θ - 130 - deg. IF=20mA
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